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FIGURE 1

(57) Abstract: The present invention relates to a multilayer semiconductor-on-insulator structure (1), comprising: - a stack, called
rear stack, of the following layers from a rear face towards a front face of the structure: a semiconductor support substrate (2) whose
electrical resistivity is between 00 Q.cm and 30 kQ-cm, a first electrically insulating layer (3), a first semiconductor layer (4), - at least
one trench isolation (8) that extends in the rear stack at least into the first electrically insulating layer (3) and that electrically isolates two
adjacent regions of the multilayer structure, the multilayer structure (1) being primarily characterized in that it furthermore comprises
at least one FD-SOI first region and at least one RF-SOI second region.

(57) Abrégé : La présente invention concerne une structure multicouche (1) de type semi-conducteur sur isolant, comprenant : -un
empilement, dit empilement arri¢re, des couches suivantes depuis une face arricre vers une face avant de la structure : un substrat
support semi-conducteur (2) dont la résistivité électrique est comprise entre 00 Q.cm et 30 kQ.cm, une premiere couche électriquement
isolante (3), une premicre couche semi-conductrice (4), - au moins une tranchée d'isolation (8) qui s'étend dans l'empilement arricre au
moins jusque dans la premiére couche électriquement isolante (3), et qui isole électriquement deux régions adjacentes de la structure
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multicouche, la structure multicouche (1) étant principalement caractérisée en ce qu'elle comprend en outre au moins une premicre
région de type FD-SOI et au moins une deuxi¢me région de type RF-SOL



